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【はじめに】我々の研究グループでは、GaN ナノワイヤ構造の発光素子の検討を行ってい
る。GaN ナノワイヤは非極性面を利用することで、幅広い発光波長において高効率化が得
られると期待されている。 

c 面上の成長では、波長制御をするのに成長温度を変えるのが一般的である。しかし、
GaInN 量子殻のような微小体積の結晶においては成長温度で InN モル分率と成長速度が大
きく変化する。そこで、本研究では、GaInN/GaN 量子井戸構造(MQS：multi quantum shell)

の成長条件を変化させ、発光波長の制御を行ったので、その結果を報告する。 

 
【実験方法】ナノインプリント加工が施された Al0.03Ga0.97N テンプレート基板上に MOVPE

法を用いて n-GaN ナノワイヤの成長を行った。この時、成長モードとしてパルスモードを
用いた。さらに、n-GaNナノワイヤを覆うようにMQSの成長を連続モードで行った。MQS

の成長では成長温度を 700
o
C から 850

o
C まで変化させるなどの成長条件を変えて実験を行

った。また、結晶構造及び光学特性の評価として、SEM 観察、CL測定、PL測定を行った。 

 

【結果と考察】MQSの成長温度を変化させた時のナノワイヤの形状を Figure1に、PL波長
及び PL強度を Figure2に示す。Figure1より、温度上昇とともに NWの先端の形状変化が顕
著に現れた。Figure2より、700

o
Cから 750

o
C において、温度を上げると 20nm程度短波長側

にシフトし、波長を制御した。しかし、一般的に GaInNの PL強度は 420～430nmで最も高
くなるが、本実験では強度が下がる結果となった。さらに、800

o
C と 850

o
C では MQS によ

る発光が見られなかった。これらの結果から、温度を上げるとMQSの成長レートが落ちて、
800

o
C以上になると、GaInN層が成長出来ず、発光が見られなかったと思われる。 

 
Figure1 Cross-sectional SEM images of a series of samples with a different growth temperature. 

Figure2 PL wavelength and its intensity as a function of growth temperature. 
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